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(3) Mikromechanisches Bauelement und entsprechendes Herstellungsverfahren 

(57) Die Erfindung schafft ein mikromechanisches Bauele- 
ment mit einem Substrat (1); einem auf dem Substrat 0) 
vorgesehenen Funktionsbereich (5); und einer kappenfor- 
migen Abdeckung (10, 14, 18; 10', 14\ 20, 25; 10", 14", 30) 
zum Abdecken des Funktionsbereichs (5). Die kappenfor- 
mige Abdeckung (10, 14, 18; 10', 14*, 20, 25; 10", 14", 30) 
weist mindestens eine obere und eine untere Deckschicht 
(10, 14; 10', 14'; 10", 14") auf. Die Deckschichten (10, 14; 
10', 14'; 10", 14") weisen eine jeweilige zueinander ver- 
setzte Lochanordnung (11, 15) auf, von denen mindestens 
eine durch mindestens eine Verschlufcschicht (17; 20, 25; 
14", 30) verschlossen ist. 




16 



in 

u> 

in 
© 

o 



Ul 

Q 



BUNDESDRUCKEREI 06.01 102 033/274/1 



14 



BNSDOCID: <DE_ 



_1O0O5555AIJ_> 



DE 100 05 

1 

Beschreibung 
STAND DER TECHNIK 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein mikromechani- 5 
sches Bauelement mit einem Substrat, einem auf dem Sub- 
strat. vorgesehenen Funktionsbereich und einer kappenfor- 
rnigen Abdeckung zum Abdecken des Funkuonsbereichs 
sowie ein enisprechendes Herstellungs verfahren, wie aus 
der DE 195 37 814 A 1 bekannt. 10 

Obwohl auf bebebige mikromechanische Bauelemente 
und Strukturen, insbesondere Sensoren und Aktuatoren, an- 
wendbar, werden die voriiegende Erfindung sowie die ihr 
zugrundeliegende Problemalik in bezug auf ein in der Tech- 
nologie der Sikzium-Oberflachenmikromechanik herstell- 15 
bares nukromechanisches Bauelement, z. B. einen Be- 
schleunigungssensor, erlautert. 

In der DE 195 37 814 A 1 werden der Aufbau cincs funk- 
tionalen Schichtsystems und ein Verfahren zur hermetischen 
Verkappung von Sensoren in Oberflachenmikromechanik 20 
beschrieben. Hierbei wird die Herstellung der Sensorstruk- 
tur mit bekannlen technologischen Verfahren erlautert. Die 
besagte hermetische Verkappung erfolgt mit einem separa- 
ten Kappen- Wafer aus Silizium, der mit aufwendigen Struk- 
turierungsprozessen, wie beispielsweise KHO-Atzen, struk- 25 
turiert wird. Der Kappen- Wafer wird mit einem Glas-Lot 
(Seal-Glas) auf dem Substrat mit dem Sensor (Sensor- Wa- 
fer) aufgebracht. Hierfur ist um jeden Sensorchip ein breiter 
Bond-Rahmen notwendig, um eine ausreichende Haftung 
und Dichtheit der Kappe zu gewahrleisten. Dies begrenzt 30 
die Anzahl der Sensor-Chips pro Sensor- Wafer erheblich. 
Auf Grund des groBen Platzbedarfs und der aufwendigen 
Herstellung des Kappen- Wafers en tf alien erhebliche Kosten 
auf die Sensor- Verkappung. 

35 

VORTEELE DER ERFINDUNG 

Das erfindungsgemaBe mikromechanische Bauelement 
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 bzw. das Herstellungs- 
verfahren nach Anspurch 8 sient einen mindestens zwei- 40 
schichtigen Schichtaufbau vor, mit dem mikromechanische 
Sensoren bzw. Funktionsstrukturen hermetisch verkappt 
werden konnen. Dabei lasst sich ein definierter Gas- und/ 
oder Druckeinschluss gewahrleisten. 

Kem der Erfindung ist also eine Mehrscruchtstruktur, die 45 
uber mikromechanischen Sensoren bzw. Funktionsstruktu- 
ren abgeschieden wird und diese vor Umgebungseinfliissen 
schiitzt. Dabei wird die Sensorkappe nicht wie ublich sepa- 
rat durch Atz-Prozesse strukturiert und mit einem Seal- 
Glas-Lotverfahren mit dem Sensor- Wafer bzw. Funktions- 50 
Wafer verbunden, sondern die Verkappung wird direkt auf 
dem Sensor- Wafer derart erzeugt, dass ein Mehrschichtge- 
riist uber den beispielsweise beweglichen Funktionsstruktu- 
ren aufgebaut wird, wobei das Mehrschichtgerust nach ei- 
nem Opferschicht-Atzen durch mindestens eine Verschluss- 55 
schicht hermetisch verschlossen wird. 

Hierdurch ist eine wesentlich kleinere kappenformige 
Abdeckung als beim Stand der Technik moglich. Das Mehr- 
schicht-Kappen-Gerust lasst sich mit einfachen Halbleiter- 
prozessen erzeugen. Es kann auf PbO-haltiges Seal-Glas 60 
verzichtet werden, welches unter Feuchugkeitseinfluss eine 
massive Korrosion auf Al-Bond-Pads verursacht. 

In den Unteranspruchen finden sich vorteilhafte Weiter- 
bildungen und Verbessemngen des in Anspruch 1 angegebe- 
ncn mikromechanischen Bauclcmcnts. 65 

GemaB einer bevorzugten Weiterbildung ist eine erste 
VerschluBschicht uber der oberen Deckschicht angeordnet 
und die Lochanordnung der oberen Deckschicht ist durch 
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die erste VerschluBschicht verpfropft. 

GemaB einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist eine 
zweite VerschluBschicht zwischen der oberen und der unte- 
ren Deckschicht angeordnet und die T^ochanordnung der 
oberen Deckschicht ist durch Schmelzperlen der zweiten 
VerschluBschicbl verschlossen. 

GemaB einer weiteren bevorzugten Weiterbildung fun- 
giert die obere Deckschicht. ais ^VerschluBschicht fur die 
Lochanordnung der unteren Deckschicht. Dies laBt sich da- 
durch realisieren, daB das Material der oberen Deckschicht 
derart gewahlt wird, daB es einen niedrigeren Schmelzpunkt 
als das Material der unterer Deckschicht aufweist und die 
obere Deckschicht aufgeschmolzen wird, so daB sie die 
Lochanordnung der unteren Deckschicht verschlieBL 

GemaB einer weiteren bevorzugten Weiterbildung weist 
die obere Deckschicht Verbindungsstege zur Verbindung 
mit der unteren Deckschicht auf. 

GemaB cincr weiteren bevorzugten Weiterbildung wcist 
die untere Deckschicht und/oder die obere Deckschicht Po- 
lysilizium oder Aluminium auf. 

GemaB einer weiteren bevorzugten Weiterbildung weist 
die VerschluBschicht Aluminium, Silizium, Sih'ziumnitrid, 
Siliziumdioxid, ein Glas oder einen Lack auf. 

ZEICHNUNGEN 

Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeich- 
nungen dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung 
naher erlautert. 

Es zeigen: 

Fig. la-g eine schematische Querschnittsansicht.der Her- 
stellungschritte eines mikromechanischen Bauelements ge- 
maB einer ersten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfin- 
dung; 

Fig. lh eine Draufsicht auf das mikromechanischen Bau- 
elements gemaB der ersten Ausfuhrungsform zur Illustration 
der verschiedenen Lochanordnungen; 

Fig. 2a-e eine schematische Querschnittsansicht der Her- 
stellungschritte eines mikromechanischen Bauelements ge- 
maB einer zweiten Ausfuhrungsform der vorliegenden Er- 
findung; und 

Fig. 3a-c eine schematische Querschnittsansicht der Her- 
stellungschritte eines mikromechanischen Bauelements ge- 
maB einer dritten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfin- 
dung. 

BESCHREIBUNG DER AUSFtTHRUNGSBEISPIELE 

In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche 
oder funktionsgleiche Komponenten. 

Fig. la-g zeigen eine schematische Querschnittsansicht 
der Herstellungschritte eines mikromechanischen Bauele- 
ments gemaB einer ersten Ausfuhrungsform der vorliegen- 
den Erfindung und Fig. lh eine entsprechende Draufsicht 
zur Illustration der verschiedenen Lochanordnungen. 

GemaB Fig. la werden, wie im Stand der Technik be- 
schrieben, auf einem Silizium- Sub strat 1 eine Opferschicht 
2 aus Si(>2, eine strukturierte Leiterbahnebene 3 und eine 
weitere Opferschicht 4 aus SiOo aufgebracht. Auf der Op- 
ferschicht 4 wird eine funktionale Schicht mit dem Funk- 
tionsbereich 5 aufgebracht, welche durch ebenfalls bekannte 
Verfahren fur das Atzen von Graben 6 strukturiert wird. Bei- 
spielsweise kann dazu das in der DE 42 41 045 Al beschrie- 
ben e Verfahren eingesetzt werden. Die funktionalen Struk- 
turclcmcntc 7, wclchc hicr beispiclhaft als drci Elektrodcn- 
finger dargestelli sind, werden fiir das vorgeschlagene Bau- 
element entweder durch ein bekanntes Verfahren zum Op- 
ferschicht-Atzen frei beweglich gemacht (siehe z. B. die 
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DE 43 17 274 Al), oder sie bleiben nach dem Tiefen-Atzen 
noch fest auf der Opferschicht 4 angebunden, wie dies in 
Abb. la dargestellt ist. 

Wie in Fig. lb dargestellt, wird auf den funkt.ionalen 
Strukturelementen 7 des raikromechanischen Bauelements 
in einem nachsten Schritt eine dicke Opferschicht 8 deran 
abgeschieden, dass die Strukturgraben 6 teilweise im oberen 
Grabenbereich 9 mil dem Opfermaterial aufgefulii sind. Die 
Opferschicht 8 deckt den Teil der Struktur ab, welcher im 
Endzu stand verkappt sein soli. Die Opferschicht. 8 hat vor- 
zugsweise eine Dicke von 1 um bis 20 um und kann bei- 
spielsweise aus Siliziumdioxid, Bor-Phosphor-Silikat-Glas 
oder amorphen Silizium bestehen. Es kann aber auch jedes 
andere Material verwendet werden, das sich isotrop mit ei- 
ner ausreichenden Selektivitat gegenuber den funktionalen 
Strukturelementen 7 und den spateren Deckschichten atzen 
lasst. 

Als nachstcs wird gemaB Fig. lc auf die Opferschicht 8 
die untere Deckschicht 10 abgeschieden und mit einer Loch- 
anordnung mit. kleinen Lochern 11 strukturiert Die Locher 
11 konnen eckig oder rund sein. Der Durchmesser der Lo- 
cher 11 liegt vorzugsweise zwischen 0,5 pm und 20 urn. Die 
Lochung wird so ausgelegl, dass sie gleichmaBig uber der 
Flache der funktionalen Strukturelemente 7 liegt Die untere 
Deckschicht 10 ist vorzugsweise zwischen 0,5 um und 
10 um dick und aus Poly silizium oder Aluminium herge- 
stellt. Sie kann aber auch aus jedem anderen Material beste- 
hen, das resistent. gegen das Opferschicht- Atzen der Opfer- 
schicht. 8 und weiterer Opferschichten ist. Die untere Deck- 
schicht 10 wird uber den Rand der Opferschicht. 8 hinausge- 
zogen und an die Schicht mit den funktionalen Strukturele- 
menten 7 angebunden. Die untere Deckschicht 10 steht idea- 
lerweise unter intrinsischer Zugspannung, die durch geeig- 
nete Temperaturbehandlung eingestellt werden kann. 

Wie in Fig. Id illustriert, wird auf der ersten Deckschicht 35 
10 eine zweite Opferschicht 12 aufgebracht. Diese zweite 
Opferschicht 12 besteht idealerweise aus dem gleichen Ma- 
terial wie die erste Opferschicht 8, also aus Siliziumdioxid, 
und ist ebenfalls selektiv gegeniiber der unteren Deck- 
schicht 10 atzbar. Die Dicke der zweiten Opferschicht 12 40 
betragt vorzugsweise zwischen 0,3 um und 5 um. Die 
zweite Opferschicht 12 wird danach derart strukturiert, daB 
sie auf der Durchgangsiochanordnung 11 der unteren Deck- 
schicht 10 liegt. Auch die zweite Opferschicht 12 weist eine 
Lochanordnung mit Lochern 13 auf, welche gegenuber den 
Lochern 11 der Lochanordnung der unteren Deckschicht 10 
versetzt sind. 

GemaB Fig. le wird auf der zweiten Opferschicht 12 die 
obere Deckschicht 14 abgeschieden. Diese obere Deck- 
schicht. 14 ist lokal uber die Locher 13 der zweiten Opfer- 
schicht 12 an der unteren Deckschicht 10 angebunden. In 
der oberen Deckschicht 14 wird eine Lochanordnung mit 
Lochern 15 ausgebildet, wobei die Locher 15 gegenuber den 
Lochern 11 der unteren Deckschicht 10 versetzt sind, so 
dass die Locher 11 alle samt von der oberen Deckschicht 14 
uberdeckt werden und unter den Lochern 15 uberall die un- 
tere Deckschicht 10 liegt. Die Lochung besitzt vorzugs- 
weise einen Durchmesser von 0,5 um bis 20 um. Die obere 
Deckschicht 14 wird uber den Rand der zweiten Opfer- 
schicht 12 hinaus gezogen und an der unteren Deckschicht 
10 und vorzugsweise auch an der Peripherie des Funktions- 
bereiches 5 angebunden. Mit anderen Worten uberdeckt die 
obere Deckschicht 14 auch die untere Deckschicht 10 vor- 
zugsweise vollstandig. Die obere Deckschicht 14 ist zwi- 
schen 0,5 um und 30 um dick und kann wie die untere Deck- 65 
schicht. 10 beispielsweise aus Silizium oder Aluminium oder 
sonstigen Materialen rnit den erforderlichen Atz-Eigen- 
schaften bestehen. 
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Wie in Fig. If bildlich dargestellt, werden danach in ei- 
nem selektiven Atzschritt die erste Opferschicht 8 und die 
zweite Opferschicht 12 geatzt Hierbei kann eine nasschemi- 
sches Verfahren, wie z. B. BOH (BOH = buffered oxide eich 
5 = gepufferte Oxidatzung) oder ein Trockenatzverfahren, wie 
beispielsweise das aus der DE43 17 274A1 bekannte 
Russsaure-Dampf-Atzverfahren verwendet werden. Die 
Opferschichten 2 und 4 unterhalb der funktionalen Struktur- 
elemente 7 kGnnen in diesem Schritt ebenfalls geatzt wer- 
10 den, falls nicht schon vor Abscheidung der ersten Opfer- 
schicht 8 geschehen. Nach diesem selektiven Atzschritt ist. 
uber den funktionalen Strukturelementen fliier bewegliche 
Kondensatorelektroden) eine Kappe bzw. Kuppel aufge- 
spannt, welche mit Lochern perforiert ist. Diese Kappe be- 
15 steht aus den miteinander verbundenen Deckschichten 10, 
14, wobei es keinen geradlinigen Weg fur Gase bzw. A tome 
oder Molekiile durch die Kappe gibu da die Lochanordnun- 
gen in den Deckschichten 10, 14 gcgcncinandcr versetzt an- 
geordnet sind. 

20 In einem weiteren Schritt wird gemafi Fig. lg eine Ver- 
schlussschicht 17 auf der oberen Deckschicht 14 vorgese- 
hen, welche uber Pfropfen 18 die Locher 15 der oberen 
Deckschicht 14 dicht verschlieBt. Die Verschlussschicht 17 
uberdeckt vorzugsweise die obere Deckschicht 14 vollstan- 
dig. Der VerschlieBvorgang erfolgt unter definierten Gas- 
und Druckverhaltnissen. Die Verschlussschicht 17 kann aus 
Aluminium, Silizium, Siliziumnitrid, Siliziumdioxid, einem 
Glas, einem Lack oder einem sonstigen geeigneten Material 
bestehen und wird vorzugsweise mittels eines CVD (Chemi- 
cal Vapour Deposition)- Verfahren s, Sputterverfahren, Auf- 
dampfverfahrens. Flash verdampfungs verfahren, Spin-On- 
Verfahrens oder Spruhverfahrens aufgebracht. 

Damit ist die gezeigte Sensor struktur hermetisch ver- 
kappt, und unter der Verkappung in dem Funktionsbereich 5 
mit den funktionalen Strukturelementen herrschen eine vor- 
bestimmte Atmosphare und ein vorbesummter Druck. 

Fig. Ih illustriert die gegenseitige Orientierung der ver- 
schiedenen Lochungen. In der Draufsicht von Fig. lh wird 
der Versatz der Locher 15 in der oberen Deckschicht 14 ge- 
genuber den Lochern 11 in der unteren Deckschicht 10 deut- 
lich. Die Verbindungsstellen 13 zwischen der unteren Deck- 
schicht 10 und der oberen Deckschicht 14 sind gegenuber 
den beiden Lochanordnungen mit den Lochern 11 bzw. 15 
versetzt, so dass Gase (z. B. Reaktionsprodukte und -edukte 
45 beim Opferschichtatzen) durch beide Lochanordnungen ins 
Freie stromen konnen. 

Fig. 2a-e illustrieren eine schematische Querschni tran- 
sient der. Herstellungschritte eines mikromechanischen Bau- 
elements gemaB einer zweiten Ausfuhrungsform der vorlie- 
50 genden Erfindung. 

Bei der zweiten Ausfuhrungsform des erfindungsgema- 
6en mikromechanischen Bauelementes wird, wie in Fig. 2a 
illustriert, auf die untere Deckschicht 10' eine Schicht 20 
aufgebracht und strukturiert, welche bevorzugt aus Alumi- 
nium oder einem anderen schmelzbaren Material mit ausrei- 
chender Oberflachenspannung und geeigneter Haftung bzw. 
Benetzung auf dem Material der unteren Deckschicht. 10' 
besteht Die Schichtdicke der zweiten Verschlussschicht 20 
sollte kleiner als die Dicke der zweiten Opferschicht 12' 
sein. Des Weiteren ist die zweite Verschlussschicht 20 derart 
strukturiert, das sie die Locher 11 der unteren Deckschicht 
10 frei lasst und unterhalb der Locher 15 der oberen Deck- 
schicht 14' angeordnet ist. 

Wie in Fig. 2b dargestellt, wird analog wie bei der ersten 
Ausfuhrungsform die obere Opferschicht 12' abgeschieden 
und strukturiert. AUerdings enthalt die zweite Opferschicht 
12' bei dieser zweiten Ausfuhrungsform nicht notwendiger- 
weise Locher zur Anbindung der oberen Deckschicht 14' an 
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der unteren Deckschicht 10*. 

GemaB Fig. 2c erfolgt das Opferschicht-Atzen zurn Atzen 
der Schichten 2, 4, 8 und IT im nachsten Prozessschritt. 
Nach dem Opfersc nicht- Atzen ist ein Temperaturschritt zur 
thermischen Reinigung der Sensoroberflachen zweckmaBig, 5 
der jedoch nicht uber die Schmelztemperatur des Materials 
der zweiten Verschlussschicht 20 reichen darf. Nach der 
Reinigung wird die gesamte Struktur in eine Heizvorrich- 
tung eingebracht in der definiene Gas- und Druckverhalt- 
nisse eingestellt werden konnen. Hierbei kann beispiels- 10 
weise ein Vakuurn erzcugt werden, oder ein Edelgas bzw. 
ein anderes Gas zur Erhohung der Dampfung der Schwin- 
gungen der funktionalen Strukturelemente 7 eingeschlossen 
werden. 

Wie in Fig. 2d gezeigt wird nach Einregelung der Gas- 15 
und Druckverhaltnisse die Temperatur in der Heizvorrich- 
tung uber den Schmelzpunkt des Materials der zweiten Ver- 
schlussschicht 20 crhoht, so dass sich das Material 20 auf 
Grund der Oberflachenspannung zusammenzieht und 
Schmelzperlen ausbildeL Die Lage dieser Schmelzperlen 20 
auf der unteren Deckschicht 10 wird uber die Strukturlage 
und Dicke der zweiten Verschlussschicht 20 derart gesteu- 
ert, dass die Schmelzperlen exakt unter den Lochern 15 der 
zweiten Deckschicht 14' entstehen. Das Material der zwei- 
ten Verschlussschicht 20 ist derail gewahlt, das es eine aus- 25 
reichende Benetzung mit dem Material der unteren Deck- 
schicht 10' und der oberen Deckschicht 14' eingeht, und da- 
her werden die Offnungen 15 der oberen Deckschicht 14' 
von unten dicht verschlossen. Dadurch lasst sich eine vorbe- 
stimmte Atmosphare und ein vorbestimmter Druck unter der 30 
Verkappung einstellen. Beim Offnen der Heizvorrichtung 
muss allerdings abgewartet werden, bis die Temperatur un- 
ter die Schmelztemperatur des Materials der zweiten Ver- 
schlussschicht 20 gesunken ist. 

Zur dauerhaften hermetischen VerschlieBung kann optio- 35 
nellerweise eine weitere Verschlussschicht 25 uber der re- 
sultierenden Struktur wie beider ersten Ausfuhrungsform 
abgeschieden werden, wie in Fig. 2e gezeigt. 

Fig. 3a-c sind eine schematische Querschnittsansicht der 
Herstellungschritte eines mikromechanischen Bauelements 40 
gemafi einer dritten Ausfuhrungsform der vorliegenden Er- 
findung. 

Bei der dritten Ausfuhrungsform wird das Material der 
oberen Deckschicht 14" derart gewahlt, dass es einen niedri- 
geren Schmelzpunkt ais das Material der unteren Deck- 45 
schicht 10" aufweist. Beispiels weise kann das Material der 
oberen Deckschicht 14" Aluminium sein, welches bei 
660°C aufschrnilzt, wahrend das Material der unteren Deck- 
schicht 10" ein hochschmelzendes Material, z. B. CVD-Sili- 
zium, ist. 50 

Fig. 3a zeigt den Zu stand nach dem Opferschicht- Atzen 
entsprechend dem Zustand von Fig. 2c bzw. dem Zustand 
von Fig. If. 

Wie in Fig. 3b iilustriert, wird nach dem Opferschicht-At- 
zen und einer eventueil durchgefuhrten thermischen Reini- 55 
gung der Oberflachen das Material der oberen Deckschicht 
14" unter definierten Gas- und Druckbedingungen in einer 
Heizvorrichtung aufgeschmolzen. Bei einer ausreichenden 
Benetzung zwischen der unteren und oberen Deckschicht 
10", 14" werden dann die Offnungen 11 in der unteren 60 
Deckschicht 10" durcb die obere Deckschicht 14" berme- 
tisch dicht verschlossen. 

Wie bei der zweiten Ausfuhrungsform kann auch bei die- 
ser dritten Ausfuhrungsform zur hermetischen Versiegelung 
cine wcitcrc Verschlussschicht 30 auf der oberen Deck- 65 
schicht 14" aufgebracht werden, welche aus Siliziumdioxid, 
Aluminium, Siliziuinnitrid. Silizium oder einem anderen ge- 
eignetem Material besteht Dies zeigt Fig. 3c. 



Obwohl die vorliegende Erfindung vorstehend anhand ei- 
nes bevorzugten A usfiihrungsbei spiels beschrieben wurde, 
ist sie darauf nicht beschrankt, sondem auf vielfaltige Weise 
modifizierhar. 

Es konnen insbesondere beliebige mikromechamsche 
Grundmaterialien verwendet werden, und nicht nur das ex- 
emplarisch angefuhrte Siliziumsubstrat. 

Aucb konnen die Lochanordnungen und die Anzahl und 
das Design der Deckschichten und Opferschichten beliebig 
gewahlt werden. 

Weiterhin konnen die Strukturelemente der verschiede- 
nen Ausfuhrungsformen miteinander kombiniert werden. 

Paten tan spruche 

1. Mikromechanisches Bauelement mit: 
einem Substrat (1); 

cinem auf dem Substrat (1) vorgcschcncn Funktionsbc- 
reich (5); und 

einer kapr^nfonnigen Abdeckung (10, 14, 18; 10', 14', 
20, 25; 10", 14", 30) zum Abdecken des Funktionsbe- 
reichs (5); 

dadurch gekennzeichnet, daB 

die kappenformige Abdeckung (10, 14, 18; 10', 14*, 20, 
25; 10", 14", 30) mindesiens eine obere und eine untere 
Deckschicht (10, 14; 10\ 14'; 10", 14") aufweist; und 
die Deckschichten (10, 14; 10', 14'; 10", 14") eine je- 
weilige zueinander versetzte Lochanordnung (11, 15) 
aufweisen, von denen mindestens eine durch minde- 
stens eine VerschluBschichl (17; 20, 25; 14", 30) ver- 
schlossen ist 

2. Mikromechanisches Bauelement nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB eine erste VerschluB- 
schicht (17; 25; 30) uber der oberen Deckschicht (14; 
14'; 14") angeordnet ist und die Lochanordnung (15) 
der oberen Deckschicht (14; 14'; 14") durch die erste 
VerschluBschicht (17; 25; 30) verpfropft ist. 

3. Mikromechanisches Bauelement nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB eine zweite Ver- 
schluBschicht (20) zwischen der oberen und der unte- 
ren Deckschicht (14', 10') angeordnet ist und die Loch- 
anordnung (15) der oberen Deckschicht (14') durch 
Schmelzperlen der zweiten VerschluBschicht (20) ver- 
schlossen ist. 

4. Mikromechanisches Bauelement nach einem der 
vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die obere Deckschicht (14") als VerschluBschicht 
fur die Lochanordnung (11) der unteren Deckschicht 
(10") fungiert. 

5. Mikromechanisches Bauelement nach einem der 
vorhergehenden Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die obere Deckschicht (14) Verbindungs- 
stege zur Verbindung mit der unteren Deckschicht (10) 
aufweist 

6. Mikromechanisches Bauelement nach einem der 
vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die untere Deckschicht (10) und/oder die obere 
Deckschicht (14) Polysilizium oder Aluminium auf- 
weist 

7. Mikromechanisches Bauelement nach einem der 
vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die VerschluBschicht (17) Aluminium, Silizium, 
SiLiziumnitrid, Siliziumdioxid, ein Glas oder einen 
Lack aufweist. 

8. Vcrfahrcn zur Hcrstcllung cincs mikrorncchani- 
schen Bauelemenles nach Anspruch 1 mit den Schrit- 
ten: 

Vorsehen einer ersten Opferschicht (8) auf dem Funk- 
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tionsbereicb (5); 

Vorsehen der unteren Deckschicht (10; 10', 10") mit der 
Lochanordnung (11) auf der ersten Opferschicht (8) 
derart, daB sie iiber den Rand der ersten Opferschicht 
(8) hinausgezogen ist und an der Peripherie des Funk- 5 
uonsbereiches (5) angebunden ist; 
Vorsehen einer zweiten Opferschicht (12; 12') auf der 
unteren Deckschicht (10; 10\ 10"); 
Vorsehen der oberen Deckschicht (14; 14\ 14") mit der 
Lochanordnung (15) auf der zweiten Opferschicht (12; 10 
12') derail, daB sie iiber den Rand der zweiten Opfer- 
schicht (12; 12') hinausgezogen ist und an der unteren 
Deckschicht (10; 10', 10") und optionellerweise an der 
Peripherie des Funktionsbereiches (5) angebunden ist; 
selektives Entfemen der ersten Opferschicht (8) und 15 
der zweiten Opferschicht (12; 12'); und 
VerschlieBen mindestens einer der Lochanordnungen 
(11, 15) durch mindestens cine VcrschluBschicht (17; 
20, 25; 14", 30). 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 20 
net, daB eine erste VerschluBschicht (17; 25; 30) uber 
der oberen Deckschicht (14; 14'; 14") vorgesehen wird 
und die Lochanordnung (15) der oberen Deckschicht 
(14; 14*; 14") durch die erste VerschluBschicht (17; 25; 
30) verpfropft wird, 25 

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB eine zweite VerschluBschicht (20) 
auf der unteren Deckschicht (14'. 10') vorgesehen wird 
und die Lochanordnung (15) der oberen Deckschicht 
(14') durch Schmelzperlen der zweiten VerschluB- 30 
schicht (20) verschlossen wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 8, wobei das Material 
der oberen Deckschicht (14") derart gewahlt wird, dafi 
es einen niedrigeren Schmelzpunkt als das Material der 
unterer Deckschicht (10") aufweist, dadurch gekenn- 35 
zeichnet, daB die obere Deckschicht (14") aufge- 
schmolzen wird. so daB sie die Lochanordnung (11) der 
unteren Deckschicht (10") verschlieBt. 
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